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摘要(译)

本发明提供了一种OLED阴极隔离柱的制备方法，包括如下步骤：步骤1)
ITO玻片清洗；步骤2)在步骤1)上甩两层聚酰亚胺；步骤3)在聚酰亚胺上
溅射一层450～550nm厚的二氧化硅；步骤4)在二氧化硅上旋凃上负性光
刻KMP‑BN308胶；步骤5)步骤4)完后在光刻机下曝光；步骤6)将曝完光
的基片进行显影和漂洗；步骤7)漂洗完的基片放到真空干燥箱在温度为
100～120℃的条件下进行烘烤20～40min；步骤8)用干法刻蚀或HF湿法
刻蚀二氧化硅；步骤9)刻蚀完二氧化硅后进行聚酰亚胺膜的刻蚀。本发
明提供的OLED阴极隔离柱的制备方法，其制备的OLED阴极隔离柱不含
任何杂质，工艺简单、厚度小。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7a5e9744-a713-4d51-acd3-3cbd1245014f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058837045/publication/CN106653816A?q=CN106653816A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN106653816A

